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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T10117—2009《高纯锑》,与GB/T10117—2009相比,除结构调整和编辑性改动

外,主要技术变化如下:

a) 更改了适用范围(见第1章,2009年版的第1章);

b) 更改了化学成分中杂质元素As、Au、Pb的要求,增加了B、Na、Al、Ca、Ga、Sn杂质含量的要求

(见5.1,2009年版的3.2);

c) 增加了关于Sb含量、杂质含量总和的说明(见表1);

d) 更改了外观质量的要求(见5.2,2009年版的3.3);

e) 更改了试验方法的内容(见第6章,2009年版的第4章);

f) 更改了检查和验收的内容(见7.1,2009年版的5.1);

g) 更改了组批的规定(见7.2,2009年版的5.2);

h) 增加了检验项目的内容(见7.3);

i) 更改了取样、制样的要求(见7.4,2009年版的5.3);

j) 增加了化学成分检验结果数值修约与判定的要求(见7.5.1);

k) 更改了外观质量的检验结果判定(见7.5.3,2009年版的5.4);

l) 更改了标志的内容(见8.1,2009年版的6.2);

m) 删除了具体包装规格的要求(见2009年版的6.1.1);

n) 删除了说明事项(见2009年版的6.5);

o) 更改了随行文件的内容(见8.5,2009年版的6.6)。
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